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1. 諸言 Non-peripheral 位にヘキシル基を有するフタロシアニン(C6PcH2)は高いキャリア移動度を

示すことが報告されている。分子が積層したカラム構造を形成し、ヘキシル基がカラム間の電荷

輸送を阻害することから、カラム軸方向に沿った電荷輸送を示すと考えられてきた。分子配向方

向が制御された薄膜の作製手法については検討されているが[1]、未だデバイス応用については報

告されていない。本研究では、一軸配向膜を用いた電界効果トランジスタ素子(FET)を作製し、キ

ャリア移動度の異方性について評価した。 

2. 実験 膜厚 300 nm の酸化膜付きシリコン基板上に表面修飾

剤としてポリイミド薄膜をスピンコート法により作製した。バ

ーコート法により膜厚約 30 nmの C6PcH2薄膜を作製し、膜厚

20 nmの正孔注入層MoO3および 40 nmの金電極を蒸着した。 

3. 結果 図 2(a)及び(b)に偏光顕微鏡像および原子間力顕微鏡

(AFM)像を示す。偏光顕微鏡観察より 1 mm2以上の範囲におい

て消光位および対角位が観察され、一様な配向が得られたこと

を明らかにした。また、AFM 観察により一分子層に相当する

ステップ-テラス構造が観察され、配向薄膜の膜厚が分子レベ

ルで制御されていることを明らかにした。 

作製した FET の伝達特性を図 3に示す。ON/OFF比 103以上

の良好なトランジスタ特性が得られた。配向薄膜中の正孔移動

度は、カラム軸方向およびカラム間方向の場合にそれぞれ(1.67

±0.34)×10-2 cm2/Vs と(2.10±0.23)×10-3 cm2/Vs と算出され、カ

ラム軸方向にカラム間方向の約 8 倍の正孔移動度を示すこと

を明らかにした。密度汎関数理論を用いた電荷輸送シミュレー

ション結果との比較に関する詳細は当日発表する。 
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Figure 1 Device structure of FET. 

Figure 2 (a) Polarizing micro-

photographs and (b) AFM image of 

the bar-coated C6PcH2 thin film. 

Figure 3 Transfer characteristics of 

typical transistors. 
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